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fototranzystor b h p  27

Fototranzystor BPYP 27 jest krzemowym przyrządem epiplanarnym 
typu n—p—n z wyprowadzoną bazą. Fototranzystor jest wykonany 
w obudowie typu TO-18 z płaskim oknem szklanym.
Znajduje on zastosowanie w układaoh automatyki i sterowania, 
w przetwornikach analogowo-cyfrowych itp. Może być także sto­
sowany jako fotodetektor w transoptoraoh.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Napięcie kolektor-baza UCB = 50 V
Napięcie kolektor-emiter UCE = 32 V
Napięcie emlter-baza UEB = 7 V
Moc całkowita strat ^tot = 150 mW
Temperatura złąoza *j = 100 °c

=-40<Ł> +55 °CZakres temperatury otoczenia ^ambw czasie pracy
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PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parametru Sym­ Jedn. Wartóść Warunki po­
bol • min. typ. max. miaru

Natężenie prądu 
ciemnego ICE0 yzA — — 0,1 »CE ? 1 5 V

Ib = o
Natężenie prądu 
jasnego H mA 0,7 1,3

'
ÜCE - 5 V 
Ey a 1000 lx
Tt = 2856 K

Widmowy zakres 
pracy ,

AA — 0,4t1,1 — UCE - 5 V

Długość fali dla 
maksymalnej czu­
łości widmowej

^opt tmm 0,8

Czas narastania 
immilsu prądu 
fotoelelctryoznego

tr /us 2,5 5 UCE * 5 V 
Ijj = 6 mA

0

Ćzas opadania 
impulsu prądu 
fotoelektrycznego

tf ûs - ,2 ' 5 5 A = 0,9 /um
r l  = Töojä
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